Des couches de cérine (CeO2) et de zircone (ZrO2), stabilisées ou non ont été préparées par méthode sol-gel (épaisseur 10 à 500 nm) à l’Université de Missouri-Rolla ou par ablation laser à Oak Ridge National Labs (USA) sur différents substrats (alumine polycristalline et sapphir, cristaux de MgO, de Si). Une étude des corrélations entre taille des grains (4-150 nm), forme du spectre Raman et propriétés électriques de couches minces de ZrO2 :Y et de CeO2 a été menée avec I. Kosacki de l’Université de Missouri-Rolla [2,3], qui déterminait les propriétés électriques.

L’élargissement du mode Raman de respiration du polyhèdre ZrO8 est décrit à partir d’un seul paramètre, la longueur de cohérence (L) qui définit le volume homogène, modèle initialement développé pour l’analyse de GaAs par Parayanthal et Pollak [1]
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(1)

où q is le vecteur d’onde,   la largeur du mode Raman et   (q) la courbe de dispersion (ici calculée par Weber, Hass and McBride [4]). L’accord entre expérience et modélisation  est très bon jusqu’à des tailles de grains de plus de 100nm. En assumant une forme sphérique pour les zones « cohérentes » et pour les grains, il est possible d’estimer la proportion ( c ) de grains au joint de grains
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où 
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 sont respectivement  les concentrations en surface et en volume et  le volume de « la molécule CeO2 », prise égal à .34nm.  Le paramètre c peut aussi être relié à la longueur de cohérence, c =  (/L)3. En combinant les équations on obtient la dépendance de L en fonction de la taille de grains (Fig. 2). Il est alors possible en attribuant les modifications de la longueur de corrélation à la formation de lacunes d’oxygène de calculer la corrélation entre ce nombre de défauts et la taille des grains et de comparer avec les mêmes résultats obtenus par d’autres méthodes.
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Comparaison  entre les valeurs de la concentration en défauts (lacunes d’oxygène) calculée à partir de diverses méthodes dont la modélisation du spectre Raman.
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